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Para aprobar deben contestarse bien 5 puntos del total.

Cada pregunta otorga una cantidad de puntos especificada entre corchetes sobre el margen izquierdo.

Si la pregunta es respondida correctamente suma el puntaje especificado.

Si la pregunta es respondida incorrectamente resta la mitad del puntaje especificado.

Si la pregunta no es respondida no se asignan puntos.

1)[1 pt.] Un bloque de silicio de largo L = 10µm, ancho W = 2µm, profundidad h = 3µm se encuentra uniforme-
mente dopado con ND = 1016 cm−3, resultando en una movilidad µn = 1200 cm2/Vs y µp = 450 cm2/Vs.
¿Cuál es la corriente que circula a lo largo de la muestra si se aplica una tensión de 5 V entre sus extremos
(en módulo)?

2)[1/2 pt.] A la muestra de la pregunta anterior, se le crece en su superficie superior (sobre el plano W ×L) un óxido
y sobre el óxido se deposita polisilicio fuertemente dopado con átomos aceptores, formando una estructura
MOS. Sin aplicar tensión en el gate, nuevamente se aplica una tensión de 5 V entre los extremos de la
muestra, de igual manera que en el ejercicio anterior. ¿Cómo cambia la corriente que circula a través de la
muestra, respecto del ejercicio anterior? (Nota: No se trata de un transistor MOS ya que no se realizaron
difusiones de Drain y Source)

3)[1 pt.] Se tiene un circuito serie a T = 298K compuesto por una fuente CC (12 V), una resistencia de 10 kΩ y
un diodo basado en silicio polarizado en directa (Io = 1µA; τT = 10 ns; NA = ND = 2 × 1016cm−3;
A = 10−9 m2). Calcule el modelo de pequeña señal.

4)[1/2 pt.] MOSFET canal P: ¿cuál de las siguientes acciones produce una disminución en el módulo de la tensión
umbral VT respecto de temperatura ambiente?

5)[1 pt.] Se tiene el circuito de la figura que posee un transistor JFET basado en silicio
con las siguientes caracteŕısticas Vp = −6 V; IDss = 10 mA; VDD = 3,3 V;
VGG = −3,3 V; RS = 120 Ω; RD = 60 Ω; λ = 0. Calcular la corriente de Drian.

VDD

VGG
RD

RS

6)[1/2 pt.] Para un proceso de fabricación CMOS de sustrato tipo P, indicar en qué orden se deben aplicar las máscaras
para la fabricación de un inversor complementario.

7)[1/2 pt.] Para un inversor CMOS en donde la entrada pasa de un valor bajo (‘0’) a alto (‘1’), indique qué es
cierto respecto de la transición de la señal a la salida.

8)[1 pt.] Se tiene un amplificador emisor común sin carga implementado con un transistor NPN con parámetros
β = 300 y VA → ∞. El circuito está alimentado con VCC = 5 V, y se determinó que Avo = −130 y
ROUT = 130 Ω. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones no se corresponde con el amplificador descripto?
(Considerar Vth = 26 mV)

9)[1/2 pt.] Se diseñó un amplificador emisor común que funciona correctamente y se conocen todos sus parámetros
tanto de polarización como de amplificación (Avo, RIN y ROUT ). Por problemas de conexión, se rompe el
transistor y debe ser reemplazado por otro con un β mayor, sin cambiar ningún otro elemento del circuito.
¿Cuál de las siguientes es una posible consecuencia de la nueva implementación del amplificador?
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10)[1/2 pt.] Se diseñó un amplificador source común con un transistor de canal N, y se calcularon todos sus parámetros
tanto de polarización como de amplificación (Avo, RIN y ROUT ) sin considerar el efecto de modulación
del largo del canal. ¿Qué espera que cambie en el comportamiento si no fuese despreciable este efecto?

11)[1 pt.] Se tiene un regulador de tensión 7805 alimentado con 14 V a la entrada. El dispositivo trabaja en un
ambiente de temperatura controlada menor a 50◦C y el mismo tiene adosado un disipador con una resis-
tencia térmica de valor θdis = 8◦C/W. En la salida se conecta una carga resistiva. ¿Cuál es el mı́nimo valor
de la resistencia de carga para que el regulador trabaje por debajo de la máxima temperatura recomendada?
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